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Beschreibung 

Verfahren zum rttckseitigen Kontaktieren eines Halbleitersub- 
strats 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum rucksei- 
tigen Kontaktieren eines Halbleitersubstrats . 

Bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen werden Verfah- 
rensschritte verwendet, die eine elektrische Kontaktierung zu 
dem zu bearbeitenden Substrat erfordern. Dies ist z.B. bei 
elektrischen bzw. elektrochemischen ProzeSschritten der Fall. 
Um sehr viele gleichartige Bauelemente parallel auf einem 
Halbleitersubstrat herstellen zu konnen ist es erf orderlich, 
15 daS das Substrat durch den ProzeSschritt gleichmaSig bearbei- 
tet wird. Dies erfordert Kontaktierungsverf ahren die einen 
bezuglich des Substrats moglichst homogenen elektrischen Kon- 
takt herstellen. Ist kein homogener elektrischer Kontakt ge- 
wahrleistet, so ergibt sich eine Variation des elektrischen 
2 0 Potentials tiber dem Substrat, was sich in einer inhomogenen 
^ ProzeSf iihrung bemerkbar machen kann und eine gleichmaSige 
Durchftihrung des ProzeSschrittes verhindert. Die Schwankung 
fiihrt zu einer ungleichmaSigen galvanischen Abscheidung Lhsi 
negativem Substaratpotential) und einer ungleichmaSigen an- 
2 5 odischen Auflosung (bei posit ivem Substratpotential) . 

Bei der anodischen Auflosung des Substrats bilden sich z.B. 
bei geeignet gewahlter Dotierung und Elektrolytzusammenset- 
zung bei einem niedrigen anodischen Potential Poren aus und 
30 bei einem hohen anodischen Potential elektropolierte Flachen. 
Dies stellt eine gravierende Abhangigkeit der zu bildenden 
Halbleiterbauelemente von dem anliegenden Potential dar und 
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kann die Bildung f unktionierender Halbleiterbauelemente ver- 
hindern . 

Die Bildung von Poren in Silizium ist z.B. fiir die Herstel- 
lung von Grabenkondensatoren interessant, da durch die Poren- 
bildung eine erhebliche Oberf lachenvergroSerung und eine da- 
mi t verbundene Kapazitatsvergrofierung realisiert werden kann. 
Als Poren sind sogenannte Mesoporen mit einem Porendurchmes- 
ser im Bereich von 2-10 Nanometern (nm) besonders geeignet. 
Da - wie bereits oben erwahnt - die Bildung von Poren von dem 
elektrischen Potential abhangt, ist es von groSer Wichtigkeit 
dieses Potential moglichst gleichmaSig tiber das Substrat an- 
zulegen. 

Ein bekanntes Verfahren, einen gleichmaSigen ganzf lachigen 
riickseitigen Kontakt herzustellen, ist z.B. in dem Patent 
US 5,209,833 gezeigt. Es wird ein Elektrolytkontakt zu der 
Substratruckseite hergestellt, der eine sehr geringe Schwan- 
kung des Kontaktwi der stands zwischen Substrat und Elektrolyt 
gewahrleistet . 

Das Verfahren des ganzf lachigen Elektrolytruckseitenkontakts 
ist allerdings prozesstechnisch aufwendig, da der Elektrolyt 
stets eine Nafizelle erfordert. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erf indung ein Verfahren 
zur gleichmaSigen Kontaktierung eines Halbleitersubstrats an- 
zugeben . 

Die erf indung sgemafie Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren 
zur Kontaktierung eines Halbleitersubstrats, wobei 
- ein Substrat, das eine Substratruckseite und eine ihr ge- 
gemiberliegende Substratvorderseite aufweist, zumindest 
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teilweise von einer auf der Substratriickseite angeordneten 
isolierenden Schicht freigelegt wird und 

- das Substrat mit seiner Substratriickseite auf einem Sub- 
strathalter angeordnet wird, wobei 

- zwischen dem Substrat und dem Substrathalter eine leitfa- 
hige Kontaktschicht aus einem Halbleitermaterial angeordnet 
wird. 

Der Vorteil des erf indungsgemaSen Verfahrens besteht darin, 
daS auf einen Elektrolytkontakt verzichtet werden kann, der 
eine aufwendige NaSzelle erfordern wiirde. Statt dessen wird 
die elektrische Verbindung erf indungsgemSS durch eine leitfa- 
hige Kontaktschicht hergestellt, die in Kombination mit einem 
Substrathalter verwendet werden kann, bei dem es sich bei- 
spielsweise um einen metallischen bzw. metallbeschichteten 
Vakuum-Chuck handelt. Dabei wird beispielsweise die leitfa- 
hige Kontaktschicht zuerst auf dem Chuck angeordnet und an- 
schlieSend das Substrat auf der leitfahigen Kontaktschicht 
angeordnet . 

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, da£ die 
leitfahige Kontaktschicht als eine Dif f usionsbarriere fur Ma- 
terialien gebildet wird, aus denen der Substrathalter _be- 
steht. Ohne Dif f usionsbarriere konnte ein mit einer Gold- 
schicht versehener Vakuum-Chuck ein aus Silizium bestehendes 
Halbleitersubstrat verunreinigen, wobei die Goldatome Stor- 
stellen in dem Siliziumsubstrat bilden, wodurch die Funktio- 
nen eines Feldef f ekttransistors gestort werden kann. 

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daS die 
leitende Kontaktschicht aus einem Halbleitermaterial gebildet 
wird. Die Verwendung eines Halbleitermaterials bzw. vorzugs- 
weise die Verwendung desselben Halbleitermaterials wie das 
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Substrat kann die Kontamination des Substrats in geeigneter 
Weise verhindern. 


Weiterhin ist vorgesehen, dafi die leitfahige Kontaktschicht 
5 mit dem gleichen Ladungstragertyp dotiert wird, wie das Sub- 
strat. Durch die Verwendung des gleichen Ladungstragertyps 
wird in vorteilhaf ter Weise ein pn-Ubergang vermieden, der 
bei einer Stromf lussrichtung eine Dioden-Sperrwirkung auf- 
weist. Durch die Verwendung des gleichen Ladungstragertyps 
Ci^lO wird ein niederohmiger elektrischer Kontakt zwischen dem Sub- 
strat und der leitfahigen Schicht ermoglicht. Urn einen nied- 
rigen Widerstand in der leitfahigen Kontaktschicht zu errei- 
chen wird die leitfahige Kontaktschicht mit einer hohen Do- 
tierstof f konzentration versehen. Da das Substrat liblicher- 
15 weise an seiner Riickseite eher schwach dotiert ist, wird 
durch die hohe Dotierung der leitfahigen Kontaktschicht eine 
homogene Stromverteilung auf der Substratruckseite erreicht. 

In einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daS in 
20 der leitfahigen Kontaktschicht in einer dem Substrat zuge- 
(f). w wandten Oberflache ein Graben gebildet wird. Die Bildung ei- 
nes Grabens xn emer der Substratruckseite zugewandten Ober- 
flache der leitenden Kontaktschicht ermoglicht es, durch. ein 
in dem Graben befindliches Vakuum die Substratruckseite und 
25 damit das Substrat an die leitfahige Kontaktschicht anzupres- 
sen. Durch das Anpressen des Substrats an die leitfahige Kon- 
taktschicht wird ein niederohmiger Kontakt zwischen der leit- 
fahigen Kontaktschicht und dem Substrat ermoglicht. 

3 0 Eine Ausgestaltung der Erfindung bildet in der leitfahigen 
Kontaktschicht in einer dem Substrat zugewandten Oberflache 
eine Mesa. Bei einer Mesa handelt es sich im Gegensatz zu ei- 
nem Graben um eine von einem Graben umgebene Struktur, die 
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als Erhebung ihre Umgebung uberragt. Die Mesa ist z.B. dazu 
geeignet, daS die Substratruckseite an die Mesa angepresst 
wird und so einen niederohmigen elektrischen Kontakt zwischen 
der Substratruckseite und der Mesa ermoglicht. Dies kann 
durch ein Vakuum erreicht werden, das in einem Graben ange- 
ordnet ist, der die Mesa umgibt. 

Die auf der dem Substrat zugewandten Oberflache der leitfahi- 
gen Kontakt schicht angeordneten Graben und Mesa dienen dazu, 
eine gleichmaSige Verteilung des Anpressdrucks des Substrats 
an die leitfahige Kontaktschicht durch eine geeignete Anord- 
nung von Graben und Mesa zu ermoglichen. Beispielsweise ist 
hier ein schachbrettartiges Muster von Graben und/oder Mesa 
dazu geeignet, auf der gesamten Substratruckseite eine 
gleichmaSige Verteilung von Vakuum und elektrischen Kontakten 
zu ermoglichen, die durch die Mesa bereit gestellt werden. 

Weiterhin ist vorgesehen, daS in der leitfahigen Kontakt- 
schicht ein Loch gebildet wird, das sich von einer dem. Sub- 
strat zugewandten Oberflache bis zu einer dem Substrathalter 
zugewandten Oberflache der leitenden Kontaktschicht er- 
streckt. Die Anordnung eines Lochs, das sich durch die leit- 
fahige Kontaktschicht erstreckt, ermoglicht es in vorteilh^f- 
ter Weise die Vakuumvorrichtung des Vakuum-Chucks zu verwen- 
den, urn das Substrat an die leitfahige Kontaktschicht anzu- 
pressen. Dies ist besonders vorteilhaft, da Vakuum-Chucks be- 
reits mit einem VakuumanschluS sowie Vakuumlochern in der dem 
Substrat zugewandten Oberflache des Vakuum-Chucks ausgestat- 
tet sind. Hierdurch wird die Notwendigkeit einer separaten 
Vakuumvorrichtung fur die leitfahige Kontaktschicht vermie- 
den . 
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Es ist weiterhin von Vorteil, wenn in der leitfahigen Kon- 
taktschicht in einer dem Substrattrager zugewandten Oberfla- 
che ein zweiter Graben gebildet wird. Wie oben beschrieben 
dient der erste Graben dazu, das Substrat an die leitfahige 
5 Kontaktschicht mittels Vakuum anzupressen. Der zweite Graben 
dient nun dazu, das Vakuum das von den Vakuumlochern in der 
Oberflache des Substrattragers durch die leitfahige Kontakt- 
schicht hindurch zu leiten. 

n Weiterhin ist es vorteilhaft, in der leitfahigen Kontakt- 
schicht in einer dem Substrattrager zugewandten Oberflache 
eine zweite Mesa zu bilden. Ein Muster zu dem der zweite Gra- 
ben und die zweite Mesa gehoren, ist z.B. dazu geeignet, dafi 
die leitfahige Kontaktschicht - ohne Feinjustierung auf die 
15 von dem Substrattrager bereitgestellten Vakuumof f nungen - auf 
den Substrattrager aufgelegt werden.kann. Mittels des zweiten 
Grabens und des Lochs wird das Vakuum von dem Substrattrager 
bis zu dem Substrat durch die leitende Kontaktschicht hin- 
durchtransportiert . 


Kontakt dient beispielsweise bei elektrischen bzw. elektro- 
2 5 chemischen Prozessen dazu, einen gleichmaSigen StromfluS von 
der Substratvorderseite zu dem Substrathalter zu ermoglichen. 

In einem weiteren Verf ahrensschritt ist vorgesehen, da& in 
dem Graben ein geringerer Druck erzeugt wird, als an der Sub- 
30 stratvorderseite . Durch die Druckdif f erenz zwischen Substrat- 
vorderseite und Graben wird das Substrat an die leitfahige 
Kontaktschicht und damit die leitfahige Kontaktschicht an den 
Substrathalter angepresst. 


20 



Es ist weiterhin vorgesehen, daS ein elektrischer Kontakt 
zwischen der Substratriickseite und dem Substrathalter uber 
die leitfahige Kontaktschicht gebildet wird. Der elektrische 
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Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der je- 
weiligen abhangigen Anspruche . 

Nachfolgend -wird die Erfindung anhand von Figuren und einem 
Ausfuhrungsbeispiel naher erlautert. 

In den Figuren zeigen: 

Figur 1 eine schematische Zeichnung einer elektrochemischen 
Prozefikaramer mit einem Substrathalter, einer leit- 
fahigen Kontaktschicht und einem Substrat; 

Figur 2 eine vergroSerte Darstellung des Substrathalters , 
der leitfahigen Kontaktschicht und des Substrats ; 

Figur 3 eine leitfahige Kontaktschicht mit einer Anordnung 
von Graben und Mesa. 

In Figur 1 ist ein Substrathalter 2 dargestellt. Dabei han- 
delt es sich beispielsweise urn einen Vakuum-Chuck . Der Sub- 
strathalter 2 weist einen Vakuumanschlufi 5 zum Absaugen von 
Gasen auf. Auf den Substrathalter 2 ist eine Kontaktschicht 3 
angeordnet . Die Kontaktschicht 3 ist beispielsweise aus einem 
leitfahigen Halbleitermaterial , wie hoch dotiertem Silizium 
bzw. Galliumarsenid, hergestellt. Auf der leitfahigen Kon- 
taktschicht 3 ist ein Substrat 1 mit einer der leitfahigen 
Kontaktschicht 3 zugewandten Substratruckseite und einer der 
leitfahigen Kontaktschicht 3 abgewandten Substratvorderseite 
anordnet . Das Substrat 1 enthalt beispielsweise Silizium. Auf 
dern Substrat 1 ist in diesem Ausfuhrungsbeispiel ein Dich- 
tungsring 4 auf dem Rand des Substrats 1 angeordnet. Auf dem 
Dichtungsring 4 ist ein Atzbecher 6 angeordnet, der eine 
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rohrartige Form aufweist. Der Atzbecher 6 dient beispiels- 
weise dazu ein Atzmittel aufzunehmen, welches in diesem Fall 
die Substratoberf lache 10 benetzt. Weiterhin ist in dem Atz- 
becher 6 eine Gegenelektrode 7 angeordnet . Die Gegenelek- 
5 trode 7 ist beispielsweise ein Netz bzw. eine Platte, wobei 
die Ausbildung als Netz die Durchleitung von Licht erlaubt, 
und besteht beispielsweise aus Platin. Bei einem ProzeS in 
dem Atzbecher 6 flieSt beispielsweise ein Strom von der Ge- 
genelektrode 7 durch das Atzmittel zu der Substratvorder- 
(3^10 seite 10, durch das Substrat zu der Substratrtickseite 9, an 
der der Strom in die leitfahige Kontaktschicht 3 tritt, durch 
die leitfahige Kontaktschicht 3 und zu dem Subs t ra thai ter 2 . 
Urn eine gleichmaSige Prozessierung der Substratvorderseite 10 
zu erreichen, ist es von Vorteil, wenn der Strom mit einer 
15 gleichmafiigen Stromdichte senkrecht aus dem Atzmittel in die 
Substratvorderseite 10 eintritt. 

Die leitfahige Kontaktschicht 3 besteht dabei beispielsweise 
aus einem hoch dotierten Siliziumwaf er . Der hoch dotierte Si- 

20 liziumwafer hat den Vorteil, daS er auf beiden Seiten einen 
niederohmigen elektrischen Kontakt ermoglicht. Dadurch wird 
eine niederohmige elektrische Verbindung zwischen der Sub- 
stratruckseite 9 und dem Substrathalter 2 erreicht. Der.^p- 
strichelt gezeichnete Bereich 8 ist in Figur 2 dargestellt 

2 5 und wird im Folgenden naher erlautert . 

In Figur 2 ist der Bereich 8 aus Figur 1 dargestellt. Der 
Substrathalter 2 weist dabei eine Vakuumleitung 14 auf, die 
sich beispielsweise bis zu einer Oberflache des Substrathal- 
30 ters 2 erstreckt. Auf dem Substrathalter 2 ist die leitfahige 
Kontaktschicht 3 angeordnet. Auf der leitfahigen Kontakt- 
schicht 3 ist wiederum das Substrat 1 mit seiner Substrat- 
ruckseite 9 angeordnet. Die leitfahige Kontaktschicht 3 ist 
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in diesem Ausf uhrungsbei spiel so ausgebildet, da& sie in der 
dem Substrat zugewandten Oberflache einen Graben 13 und eine 
Mesa 12 aufweist. Weiterhin erstreckt sich durch die leitfa- 
hige Kontaktschicht 3 ein Loch 11 , das von der dem Substrat 1 
zugewandten bis zu der dem Substrathalter zugewandten Ober- 
flache reicht. In der dem Substrathalter 2 zugewandten Ober- 
flache ist ein zweiter Graben 3 0 sowie eine zweite Mesa 31 
angeordnet . Die der Substratriickseite 9 zugewandte Mesa 12 
und Graben 13 dienen dazu, das von dem Substrathalter 2 be- 
reit gestellte Vakuum gleichmaSig uber die Substratriickseite 
9 zu verteilen, so daS eine gleichmaSige Anpressung des Sub- 
strats 1 an die leitfahige Kontaktschicht 3 erfolgt. Das Loch 
11 dient dazu, das Vakuum von der Vakuumleitung 14 durch die 
leitfahige Kontaktschicht 3 zu lei ten. 

Fur ein p-dotiertes Substrat 1 wird beispielsweise eine hoch 
p-dotierte leitfahige Kontaktschicht 3 aus Silizium auf den 
Substrathalter 2 aufgelegt. Falls das Substrat 1 n-dotiert 
ist, so wird die leitfahige Kontaktschicht 3 aus .einem hoch 
n-dotierten Halbleitermaterial gebildet. Urn den Substrathal- 
ter 2 variabel verwenden zu konnen, ist es vorgesehen, dafi 
die leitfahige Kontaktschicht 3 lose auf den Substrathalter 2 
aufgelegt wird, urn die leitfahige Kontaktschicht 3 ggf . duiccfr 
eine andere leitfahige Kontaktschicht 3 mit einem anderen Do- 
tierstofftyp auszutauschen . In einem weiteren Ausf uhrungsbei - 
spiel ist es z.B. moglich, die leitfahige Kontaktschicht 3 
durch ein CVD-Verf ahren (Chemical Vapor Deposition) direkt 
auf dem Substrathalter 2 abzuscheiden und somit fest mit dem 
Substrathalter 2 zu verbinden. 

Fur den Fall, daS die leitfahige Kontaktschicht 3 lose auf 
dem Substrathalter. 2 angeordnet ist, ist eine Justierung des 
Lochs 2 bezuglich der Vakuumleitung 14 erf orderlich, urn das 
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Vakuum von dem Substrathalter 2 zu dem Substrat 1 zu leiten. 
Die zweite Mesa 31 und der zweite Graben 3 0 ermoglichen al- 
lerdings, auf einen Justierschritt zu verzichten, da bei ei- 
ner beliebigen Positionierung der leitfahigen Kontaktschicht 
5 3 stets gewahrleistet ist, dafi ein zweiter Graben 3 0 iiber ei- 
ner Vakuumleitung 14 zu liegen kommt und somit das Vakuum 
durch den zweiten Graben 30 iiber das Loch 11 zu der Substrat- 
ruckseite 9 transportiert . 

(^^10 Zur Herstellung der Mesastruktur auf beiden Seiten der leit- 
fahigen Kontaktschicht 3 kann beispielsweise ein Lithogra- 
phieschritt wie eine Stepperbelichtung bzw. eine Kontaktli- 
thographie verwendet werden. Dabei wird beispielsweise eine 
Maskenschicht aus Siliziumoxid bzw. Siliziumnitrid gebildet 
15 und die Mesastruktur selbst durch Plasmaatzen oder durch ein 
na&chemisches Atzen z.B. mit einer Lauge wie KOH oder NH 4 OH 
hergestellt. Wird die Mesa 12 beispielsweise als quadrati- 
scher Kontaktstempel ausgebildet bzw. als Pyrami dens tump f ge- 
bildet, so konnen benachbarte Kontaktstempel in einem hexago- 
20 nalen Raster angeordnet werden. Die einzelnen Kontaktstempel 
(^\^ konnen beispielsweise 800/xm voneinander entfernt sein. Dabei 

~ weisen die einzelnen Kontaktstempel eine Kantenlange im Be- 

reich von 100 bis 400/an auf. Durch Verringerung der Kanten- 
lange der Kontaktstempel kann der Anpressdruck entsprechend 
25 erhoht werden. Werden die Kontaktstempel als Pyrami dens tump fe 
gebildet, so kann es dazu kommen, dafi die Atzung so weit 
f ortschreitet , daS die Kontaktstempel als Pyramide mit einer 
Spitze gebildet werden. Durch die groiSe Gitterkonstante des 
hexagonalen Musters und die kleine Auf lagef lache der Pyrami - 
30 denstumpfe bzw. der Kontaktspitzen der Pyramide ist es mog- 
lich, storende Einfliisse geringfiigiger Unebenheiten des Sub- 
strats 1 wie sie z.B. durch Verbiegung, Partikel oder Rauhig- 
keit der Substratriickseite 9 auftreten, zu minimieren. 
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Beispielsweise ist es auch moglich, die leitfahige Kontakt- 
schicht 3 durch Klemmen bzw. leitfahiges Kleben an dem Sub- 
strathalter 2 zu befestigen. 

Je nach Dotierstof f konzentration der Substratriicksei te 9, die 
die Leitf ahigkeit des Substrats 1 beeinfluSt, kann es erfor- 
derlich sein, die Substratriickseite 9 durch einen zusatzli- 
chen Implantationsschritt mit einer hoheren Dotierstof f kon- 
zentration zu versehen. 

Wird beispielsweise der Substrathalter 2 mit einer hoch do- 
tierten Polysiliziumschicht uberzogen, so wird diese mit ei- 
ner Dicke von einigen ixm gebildet. Anschliefiend kann in die 
Polysiliziumschicht eine Mesastruktur gemaS der oben angege- 
benen Schritte erzeugt werden. 

Weiterhin ist es moglich, den Substrathalter 2 mit einer ge- 
eigneten Mesastruktur an seiner Oberflache zu versehen und 
diese anschlieSend mit einer dunnen, hoch dotierten Polysili- 
ziumschicht zu bedecken. Dadurch ist sichergestellt , dafi die 
Mesastruktur des Substrathalters 2 an der dem Substrat zuge- 
wandten Oberflache der leitfahigen Kontaktschicht 3 erhalten 
bleibt . 
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Pat ent anspruche 

1. Verfahren zur Kontaktierung eines Halbleitersubstrats , 
wobei 

- ein Substrat (1), das eine Substratruckseite (9) und eine 
ihr gegenuber liegende Substratvorderseite (10) aufweist, 
zumindest teilweise von einer auf der Substratruckseite (9) 
angeordneten isolierenden Schicht freigelegt wird; 

- das Substrat (1) mit seiner Substratruckseite (9) auf einem 
Subs t ra thai ter (2) angeordnet wird, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
zwischen dem Substrat (1) und dem Substrathalter (2) eine 
leitfahige Kontaktschicht (3) aus einem Halbleitermaterial 
angeordnet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die leitfahige Kontaktschicht (3) als eine Dif fusionsbarriere 
fur Materialien gebildet wird, aus denen der Substrathal- 
ter (2) besteht. 

3 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 Oder 2 , 
dadurch gekennzeichnet, daS ^ f 
die leitfahige Kontaktschicht (3) aus einem Halbleitermate- 
rial gebildet wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die leitfahige Kontaktschicht (3) mit dem gleichen Ladungs- 
tragertyp dotiert wird wie das Substrat (1) . 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
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in der leitfahigen Kontaktschicht (3) von einer dem Sub- 
strat (1) zugewandten Oberflache her ein Graben (13) gebildet 
wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
in der leitfahigen Kontaktschicht (3) in einer 
strat (1) zugewandten Oberflache eine Mesa (12) 
wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
in der leitfahigen Kontaktschicht ein Loch (11) gebildet 
wird, das sich von einer dem Substrat (1) zugewandten Ober- 
flache bis zu einer dem Substrathalter (2) zugewandten Ober- 
flache der leitfahigen Kontaktschicht (3) erstreckt. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

in der leitfahigen Kontaktschicht (3) in einer dem Substrat- 
trager (2) zugewandten Oberflache ein zweiter Graben (30) ge- 
bildet wird. ^ 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

in der leitfahigen Kontaktschicht (3) in einer dem Substrat- 
trager (2) zugewandten Oberflache eine zweite Mesa (31) ge- 
bildet wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 


dem Sub- 
gebildet 
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ein elektrischer Kontakt zwischen der Substratrtickseite (9) 
und dem Substrathalter (2) iiber die leitfahige Kontakt- 
schicht (3) gebildet wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
in dem Graben (13) ein geringerer Druck erzeugt wird als an 
der Substratvorderseite (10). 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zum rttckseitigen Kontaktieren eines Halblei tersub- 
strats 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kontak- 
tierung einer Ruckseite (9) eines Halbleitersubstrats (1) , 
wobei die Ruckseite (9) zumindest teilweise von einer isolie- 
renden Schicht freigelegt wird, und das Substrat (1) mit sei- 
ner Ruckseite (9) auf einer leitfahigen Kontaktschicht (3) 
angeordnet wird, die ihrerseits auf einem. Substrathalter (2) 
angeordnet wird. 

Figur 1 
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